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１．概要（Summary） 

厚さ 1原子層の 2次元炭素物質であるグラフェンは、キ

ャリア移動度が極めて高いことから、次世代半導体デバイ

ス材料として期待されている。我々は、SiC熱分解法によ

るウェハースケールグラフェン成長を行っている。この手

法により得られるグラフェンとSiC基板の界面には、バッフ

ァー層と呼ばれる炭素原子層が存在する。バッファー層

における面内原子配列はグラフェンとほぼ同じであるもの

の、一部の炭素原子が SiC中のシリコンと強く結合してい

るため、バッファー層はグラフェンとしての性質は示さない。

このバッファー層と SiCの結合を切断することにより、バッ

ファー層をグラフェン化することができる。本研究では、バ

ッファー層/SiC試料上に鉄を蒸着して加熱することで、界

面に鉄をインターカレートし、バッファー層のグラフェン化

を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X線光電子分光装置 

【実験方法】 

バッファー層試料の作製は、4H-SiC単結晶基板を大

気圧Ar雰囲気中、1550 ℃で 5分加熱することで行った。

この試料に対して、膜厚約5 nmの鉄を真空蒸着法により

成膜した後、Ar雰囲気中 600 ℃で 10分のアニールを

行った。得られた試料に対して、X線光電子分光測定を

行い、表面付近での化学結合状態について調べた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に、アニール前後におけるC 1ｓ内殻光電子スペ

クトルを示す。解析の結果、アニール前のスペクトルは、3

本のピークによって説明することができ、低結合エネルギ

ー側から順に、SiC、グラフェン、バッファー層（BL）に帰

属することがわかっ

た。この結果から、

試料表面は大部分

がバッファー層で覆

われ、一部にグラフ

ェンが形成されてい

ることが理解される。

これは、同時に行っ

たラマン分光測定の

結果とも一致する。

アニール後の試料にお

いては、バッファー層

のピーク強度は極端に小さくなり、グラフェンのピークが最

も強く検出された。これは、アニールによってバッファー層

が消失し、グラフェンが形成されたことを示している。ここ

で、グラフェンに由来するピークは、単層グラフェンの場合

に得られるものよりも強度が強い。これは多層グラフェンが

形成されたことを示唆している。バッファー層がグラフェン

化する場合、グラフェンは 1層しか形成されない。従って、

多層グラフェンを示唆する実験結果は、鉄インターカレー

ション以外の現象が生じたことを意味している。例えば、ア

ニール中に鉄中に固溶した炭素が、冷却中に析出して多

層グラフェンが形成された可能性がある。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1 XPS C 1s spectra 

of the samples before and 

after annealing at 600 ºC. 


